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In this paper w ?  give some a p p l i c a t i o n »  o f  h e s t l y  a p p r o x i m a t i o n  t h e o r y  t o  solve* several school* m ’rn* 
max problem».
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C Ắ M  B I Ế N  N I Ỉ I Ệ T  D I Ệ N  M À N G  M Ỏ N G  B i - T e  

Ứ N G  D Ụ N G  L À M  Đ A U  T H U  

B Ứ C  X Ạ  H Ò N G  N G O Ạ I« -

Cảjn biến nhiệt điện màng mỏng Ui-Te đưr/c ché tạo  bằng phưtrng pháp hốc bay nổ trong 
ch in  không cổ độ nhay đủ lóro và quiĩ ì tính nhiêt CC7 0,5a đã đurọrc khẢo sát troiỉg khoibìK nhiệt độ
từ 40°c đen I0ób°c.

Ï. M Ở  ĐAU

Trong kỹ thuật nhiệt tlunVng gặp bài toán xá<. định từ  xa nhiệt áộ của một vật  the, ví (iụ 
như n h i ệ t  đ ộ  c ủ a  lò  n u n g  x i  m Ẵ n g ,  ỉ ò  n ấ u  t h ủ y  tinh, l ò  C.AO tần V \  . N ế u  v ặ t  c a n  đ o  c h ư a  n ó n g  

eáng thì các bức xạ I1Ó phát ra chỏ yếu là bức xạ hồng Iigoại. V ờ i  việc dụng các dau thu bức 
xa hồng ngoai Iihiệt diện, nhiệt Aò của  vât (1ir<7« XẢC dịnli « ! * * 11 nguyên tắc đo tống nAng l»r</»K mà 
vật  bức xạ ra dirới ciạiìg tin hiệu điện. Ưu điểm cửa rác đau tliu loại này là cổ thể gằn nhận bức 
xạ có công suất  nhỏ 10 0 -f 10 *10w  trong một miền hồng ngoại rộng

Cầm hiến nhiệt điện màng mồng Bi-Tc hoạt dộng dựa trền cơ 8«̂r hiệu ứng Seebeck. Cầm biến 
này đirọrc chế tạo từ  các vật  liệu siêu sạch có pha tạp bằng phương pháp bốr hay nổ trong chân 
không ( lO~4mn\Hg).

II. c ơ  s ở  LÝ T H U Y Ế T

Theo định luật Stefan-BolUmann thì năng ltrọrctg bức xạ hồng ngoại cda vật  đen tuyệt  đối 
W T được tính Wri công thức:
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WT s, SơT4

5  - Diện tích phát xạ cda vật đen. 
ơ - Hệ 80 Stcfan-Boltïinann (ơ = 5,67.10 * w / m a độ4) 
Náng lưọiầg m«\ c im biến nhận được từ vật đen lý i\rbn% là

V R2 !

A s  - Phần diện tích vật đen cầm bien “nhìn” được
A 5 '  - Diện tích phần thu nhiệt của cim biến.
/  - H àm  CẮC th ô n g  số môi trưồTỊg. Trong t.nrờng hçrp lý t ư è n g  /  =  1.
/? - Khoảng cẤch giữa vật phát xạ hồng ngoại và cẳm biến.
Nếu n h iệ t  độ m ôi tn rèrng  là To, nhiệt độ phàn thu lìhiệt c ủ a  c i m  b iến  ỉà TỊ) th \  n ă n g  l in ing  

mà cầm biến nhận được từ  mỏi trường xung quanh là ìttơTq À S '  và năng lưựng mà cảm biến 
bức xạ ra môi tnrờng xung quanh là 4ttơTộ A 5 ; Do dó nhiệt lượng mà cảm biến nhận được là:

A Q =  4nrA 5'(T '4 -  ĩ* )  + vT*

Cổ thể chứng minh đirợc rằng, trong phạm vì sai 80 5% của phểp đo, thành phần th ứ  nhất  
có thể coi «  0, do dó:

, A5A5 '
AQ = ơT

Khi đổ, suất nhiệt điện động (S.n.d.đ.)

e» A.T4

A là một hằng 80

III. PHẦN T H Ự C  N G H I Ệ M

- Chế tạo cảm biến nhiệt điện: cảm biến gom nhiều cXp míc nối tiép nhau. Đé làm bằng Mica 
có độ dày cỡ 0, ln im được chọn v i  xii lỷ l>e mặt kỹ Irirởc kỉũ <!ira vào hệ chân không; Đầu nóng 
của c im  biến được cách nhiệt, đầu lạnh được tổà nhiệt tốt vời  môi trirèmg.

- Độ dày của màng đirợc xác định bằng phương pháp c ân và phircmg pháp giao thoa ánh 
sáng. Chúng có độ dày cỡ 4/iin.

- s .n .đ .đ .  đưọrc ghi t rê n  m áy t ự  ký hai trục XY. Nguồn n h iệ t  p h á t  r a  t ừ  lõi g ra p h i t  d ạ n g  côn 
lõm. TVục Y ghi tín hiệu từ  cặp nhiệt điện có độ nhạy lm V/cm, trục X ghi tín hiệu từ  cặp nhiệt 
điện Cr-Al gắn vời lỏi graphit có độ nhạy lmV/crn.

- Hệ suất  nhiệt điện động a  cứa màng Bi-b và Te đirợc xác định khi độ chênh lệch nhiệt độ 
hai đầu màng A T  =  4 -r 5°c.

C ắc dây dãn tín hiệu và hai khối tạo chénli lệch và ổn định nhiệt độ đều làm bằng chì. Toàn 
bộ hệ được đặt cách nhiệt tốt với môi trường. Độ lớn tín hiệu lối ra đirạc xác định bằng cầu ckn 
b ing  p306T và điện kế gương có cắp đo 10"8.

IV. K Ế T  QUẢ

1. Hệ 8ố û  cda BiSb và Te thay đổi theo nhiệt độ cho trên h\nh 1.
T ừ  câc đ ư ờ n g  th ự c  nghiệm  trên  hình 1 ngoại suy đirợc g iá  tr ị  hệ 80 a  ir 2 5 ° c .  (*BĩR• 53 

-100/iV7°C, a Te =  +320/iV7°C.
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Kết q u i thực nghiệm cho thắy hồi qui tuyến tính nghiệm đúng hom ìà hồi qui ve hàm 
do dó ò  đẲy không nghiệm đúng vời  quy luật bán dãn thông thirờrg.  Điều này cổ thể ỉà hoặ< 
nồng độ hạt tải không thay dổì theo nhiệt độ, hoặc do phạm  vi nhiệt độ do nhổ nên phụ tÌ3 
a  =  f(logn) không thế hiện rô. Tuy vậy, kết quầ đo hệ số a  bấn g cách ngoại suy v« T =  2 5°c  
phù h<Ịrp vói kết quả đã được công bố cho c4c mẫu ờ  dạng khối (2, 3|.

2. Nghiệm lại dinh luật Stefan-Boltzm ann
s.n.đ.đ.  của cảm biến theo nhiệt độ khi chiếu liên tục bức xạ  chỉ ra tren hình 2. C ic  điểm cl 

ỉà kết quả thực nghiệm. Đường liền nểt là đường lý thuyết u =  A ( T  -f 273)4 vói A  =  3.10“ *

H ìn h  1. Sự  phụ thuộc của OtBiSb Hình. 2. Đ áp  tuyến của đầu thư
và are  vào T° .  theo nhiệt độ.

T ừ  đường cong thực nghiệm hồi qui về hàm log có

logu =  mlogT + 6

TVong đó m  =  3, 85, 6 =  —10,564. 
m  <  4 có thể là do 8ự mắt mát năng lượng bức xạ gây bởi  phản xạ trẽn inặt <im biến. T  
phạm vi sai 80 5% của ph^p đo, vói giá trị m  =  3,85 thì định luật Stefan-Boltzmann đã  t 
nghiệm đúng theo qui luật u =  A T Ẩ. Như vậy, vóri một phạm vi sai 50 cho phép, :ổ thế coi đỉ 
đầu thu bức xạ hồng ngo;ú đài rộng không lọc lựa.

Trong quá trình đầu nóng nhận nhiệt có thể làm cho đầu lạnh nóng dần 1er gây in h  hu 
tói  kết quả đo. Chúng tôi đã thực hiện tổa nhiệt cho đầu lạnh và kiểm tra bằng cách chiếu 
xạ nhấp nháy (lOs chiếu và 108 nghỉ). Kết quả thu được trên hình vẽ 3 cho thíy bằng pht  
p h á p  b ứ c  x ạ  c h i ế u  l i ê n  t ụ c  v à  c h i ế u  n h ấ p  n h á y ,  CẤC đ ư ờ n g  c o n g  t h u  đ ư ợ c  h o à n  o à n  t r ù n g  lí 

nhau. N hư v ậ y  CẮC kết quả nhận được trẽn đây lả tin  cậy.
Trong suốt thòi gian đo, phông tín hiệu không thay đổì, do đó có thể dủng cun biến để I 

nhiệt ò  vùng nhiệt độ thấp.
Chúng tôi cũng tiến hành đo bức xạ hồng ngoại từ  40°c đến 100°c và t ừ  50)°c đến 10C 

khi có màng lọc chỉ cho bức xạ hồng ngoại đi qua. Cấc kết quả thu được cũng t ùng vối kết 
như dã phân tích ở trên.
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Hình s. Bức xạ chiếu nhấp nháy (a) và chiếu liên tục (b).

Cũng bằng phưcrng phẮp đùng bức xạ nhấp nháy, đã xi* định được quán tính nhiệt c i a  cầin 
biến không quá 0,5s. TVên hình 4 cho b i ế t  sự phụ thuộc cà a s.n.đ.đ. vào thòi gian chiếu càa các 
loại c im  biến khác nhau.

Hìtik 4- Xií định (juin tính nhiệt đ.Ị n ia  á\u đo.

Đirồrng 1 ứng với cảm biến 12 cặp rỏ phủ đen, đirờĩig 2 ứng vời c im biến 12 cặp không phủ 
Jen, đirèrng 3 ứng với cảm biến 8 cặp không phủ đci».

K Ế T  LUẬN

Sự hoạt động của c im  biến màng inổng Bi-Tc khá phù hçrp véri quy luật cda hàm Stefan- 
&olfc*mann trong phạm v i  6ai &ố cho phép của các phép đo đả thực hiện. Cảin biến này đỏ nhạy, 
5n định, quán tính nhiệt đủ nhỏ, có thể d ù n g  XẤC ilịnh ngirãng n h i ệ t  độ từ xa.

Chứng tôi cảm cm 8ự giứp đ ã  quí báu của các bạn đồng nghiệp <v Viện Vật lý - Viện KHKT 
iftçt Nam và Viện Vật lý kỹ thuật TYirờng Đại học Bách khoa Hà Nội.
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IFRA-RED RADIATIVE SENSOR USING 
THE Bi-Te THERM OELECTRIC THIN FILM

An infra-red radiative sensor using the Bi-Te thermoelectric thin film ha* been succcMÍully mai 
tured. The eenaor ha« been tested for recerving the infra-red radiation from dark object im the temper 
range of 100 - lOOOoC.

The thermoelectromotive coefficient of Bi-Te thin film wa8 determined and compared with n 
obtained in the maif specimen caae.

Khod Vật lý - D H T H Hà Nội
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Phạm Công Dũng

Cơ CHẾ TỐ PỎ  CỦA S ự  CẰM TỪ 
TRONG MỒ HÌNH SCHWINGER

Gần đây trong các tài liệu dẫn có sự nghi ngờ về cơ chế tăng thế năng của  sự cầm
2] vì thế  thế  năng táng tuyến tính nói một cách chặt chẽ đẰm bảo «ự cam tù của  các qua: 
trong khuôn kho cỏa phượng trình phi tưoiig đối tính Schrodinger |3~5|. Sự tircrng đối tín 
phurơng trình này trong khuôn khổ của lý thuyết tn rờng lượng tỏ* [3|, hay thậm chí cho pì: 
trình Dirac [4| đã dẫn đến việc hủy sự cầm tù, nếu thế gluon là thế ve«:tơ. Có một flố 
trình chứng minh r ing  hàm Green của quark có cục khi thế nũng tương tác giữa các qu. 
tăng tuyến tính [5-7|. Như vậy cơ chế thế năng tằng không thế là cơ 8<̂  chặt chẽ để giii thl 
cầm tù  vì nó không thể cíni  đirợc sự tồn tại các hạt mẵu trong phổ cửa những kích thước c 
(nhận được nhờ hàm Gr*en).

T ro n g  bài báo  này  v h úng  tô i  m uốn đ ư a  r a  m ộ t  cơ  chế  m ớ \  c d a  5ự  cầm  tù  các h ạ t  rnầ 
thể là cơ chế tôpô của 8U* cầm  tù và  coi nó như hệ quả của phương pháp lượng tỏ* hóa chíi 
cùng v<Vi việc giầi tường min các phương trình liên kết đồng thiri xây dựng c ic  biến vật ! 
biến chuần (8, 9| (Gọi tắt  ỉà phương pháp lưạng tử  hóa “tối thiểu* v\ trong lý thuyết ìirợng 
chi cổ một 80 lưọiìg tối thiểu các biến vật lý). Ở đây để đcm giin ta xét mô Mnh điện đội 
học hai chiều - mô hình Schwinger ịlOỊ.

S ơ đồ t r ìn h  bày  bài  bẮo n h ư  sau:  t ro ng  mục 1 t a  xét  phếp boaon  h ó a  CẮC fecniion v) nó ) 
p h ư ơ n g  p h á p  h iệ u  n g h i ệ m  đ ể  m ô  t ả  CẮC m ô  h \n h  lý  t h u y ế t  t r ư ờ n g  h a i  c h i ề u  c ù n g  v ớ i  c á c  fe< 

t r o n g  m ụ c  2  t a  c h ọ n  ckc  b i ế n  v ậ t  lý  b ấ t  b iế n  c h u ẩ n  n h ờ  v iệ c  g i i i  t ư ờ n g  m i n h  p h ư ơ n g  tr ìn  

kết cho mô hình Schwinger, trong mục 3 ta  xểt 8ự suy biến tôpo chân không cổa tnròrng ( 
t rong mục 4 ta xét i ự  cơ ché tôpô của sự cầm tù. Phần kết luận thảo luận các kết quả nh ìn
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